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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Schichten eines Mehrschichtensys- 
tems sowie MehrscMchtensystem 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Schich- 
ten eines Mehrschichtensystems sowie ein Mehrschichtensystem aus mindestens zwei Schich- 
ten. 

10 Mehrschichtensysteme sind aus mindestens zwei aneinander haftenden Schichten aufgebaut 
und dienen z. B. als Sensoren zur Detektion von Stoffen wie z. B. Gasen. Diejenigen Schich- 
^^^^ten, welche den Stoff detektieren, werden als Funktionalschichten bezeichnet 

Ein erster schwerer Nachteil derartiger Funktionalschichten liegt darin, dass sie nicht mit 
15 gemigend hoher Festigkeit aneinander haften. Es ist daher zwischen zwei Funktionalschichten 
eine zusatzliche eine hohere Haftwirkung erzielende Zwischenschicht erforderlich, die jedoch 
einen zweiten Nachteil bedingt, der darin begrundet liegt, dass die Zwischenschicht die 
Funktionalitat der Funktionalschichten betracMich verringert. 

2 o Beispielsweise ist bei einem Wasserstoffsensor eine moglichst reine Grenzflache zwischen 

der einen Funktionalschicht aus Palladium und der anderen Funktionalschicht aus Siliziumni- 
^ trit fur eine ausreichende Messgenauigkeit erforderlich. Doch leider haften diese beiden Funk- 
* ^^K'aB^ on ^ SC '' : ^ c ^ lten ^berhaupt nicht aneinander, so dass zwischen diesen beiden Funktionalschich- 
^^^ten eine Zwischenschicht gewissermaBen als Klebstoff vorzusehen ist, die sowohl an der ei- 
2 5 nen als auch an der anderen Funktionalschicht gut haftet Hierfur eignet sich bei diesem Bei- 
spiel gut Nickel, das aber die Funktionalitat eines Wasserstoffsensors stark beeintrachtigt oder 
sogar vollstandig aufhebt. 

Einerseits sollten die Funktionalschichten fest aneinander haften, andererseits aber darf deren 

3 o Funktionalitat nicht beeintrachtigt werden. 

Es ist aber nicht, wie zu erwarten und meist ublich, Aufgabe der Erfindung, den optimalen 
. Kompromiss zwischen Haftung und Funktionalitat zu finden, sondern sowohl maximale Haf- 
tung als auch beste Funktionalitat miteinander kombiniert zu erzielen. 




VerfahrensmaBig wird diese Aufgabe mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen da- 
durch gelost, dass in mindestens einer der beiden Schichten Anker eingebettet werden. 

5 VonichtungsmaBig wird diese Aufgabe mit den im Anspruch. 1 7 angegebenen Merkmalen 
dadurch gelost, dass in mindestens eine der beiden Schichten Anker eingebettet sind. 

Die Erfindung sieht vor, in mindestens eine der beiden schlecht aneinander haftenden Schich- 
ten Anker einzubetten. 

10 

_ Ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung sieht weiter vor, auf die eine Schicht eine gut haften- 
% de 3 die Funktionalitat jedoch kaum beeintrachtigende Zwischenschicht aufzubringen. Die er- 

findungsgemaB vorgesehenen Anker sind teilweise in die Zwischenschicht und die auf der 

Zwischenschicht angebrachte Schicht eingebettet Durch diese MaBnahme wird eine gute Haf- 
15 tung der Schichten erzielt, weil die Zwischenschicht gut an der unteren Schicht haftet und 

weil die Zwischenschicht und die obere Schicht mittels der Anker mechanisch fest verbxmden 

sind. 



Ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel sieht vor, dass in einem ersten Verfahrensschritt auf eine 
2 o erste Schicht zumindest teilweise eine dritte Schicht als Zwischenschicht aufgebracht wird, in 

welche mehrere Kontaktlocher eingepragt werden. Die Kontaktlocher konnen beispielsweise 
^ in einem Atz- oder Fotoprozess in die Zwischenschicht eingepragt werden. AnschlieBend 
-f ■ werden die Kontaktlocher mit einer Haftmasse gefullt Aus den Kontaktlochern austretende 

uberfltissige Haftmasse wird entfernt, z. B. durch Wegatzen. In einem weiteren Verfahrens- 

2 5 schritt wird die Zwischenschicht bis auf eine vorgebbare Mindestdicke abgetragen, beispiels- 

weise durch einen Atz- oder Fotoprozess. Am Ende dieses Prozesses ragen aus. der Haftmasse 
gebildete Anker aus der Zwischenschicht. Jetzt wird die zweite Schicht auf die Zwischen- 
schicht aufgebracht Die aus der Haftmasse gebildeten Anker sind nun sowohl in die Zwi- 
schenschicht als auch in die zweite Schicht eingebettet, so dass die zweite Schicht fest mit der 

3 o Zwischenschicht verbunden ist. 



Die Kontaktlocher und somit die von der Haftmasse gebildeten Anker konnen zylmderformig 
gestaltet seiru Eine bessere Verankerung wird aber erzielt, wenn die Querschnittsflache eines 
Kontaktloches und somit auch eines aus der Haftmasse gebildeten Ankers vom einen Ende 
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zum anderen Ende zu- oder abnimrat. Vorzugsweise nimmt die Querschnittsflache vom Ende 
der Zwischeaischicht bis zum Ende der zweiten Schicht hin zu, so dass die Anker kegel- oder 
schwalberischwan2iorrnig gestaltet sincL Durch diese Formgebung wird eine Verzahnung der 
ZwischenscMcht mit der zweiten Schicht erzielt 

Ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung sieht einen von der dritten Schicht fireien 
Bereich vor, in welchem die erste und die zweite Schicht unmittelbar aneinander grenzen. In 
diesem Bereich ist die Funktionalitat in keinster Weise beeintrachtigt, wahrend durch die au- 
Berhalb des freien Bereiches vorgesehenen Anker eine gute Haftung erzielt wird. 

Vorzugsweise wird fur die Zwischenschicht ein Werkstoff vorgesehen, der einerseits mit der 
einen Schicht (d.h. ersten oder zweiten Schicht) eine feste physikalische oder chemische Ver- 
bindung eingeht, andererseits aber die Funktionalitat der beiden Schichten nur gering beein- 
trachtigt. Neben einer mechanischen Verankerung kann auch die Auswahl des Plug-Materials 
die Haftung der zweiten Funktionsalschicht zusatzlich steigern. 

Als Zwischenschicht eignet sich besonders gut ein Dielektrikum. Die konische Form der An- 
ker wird beispielsweise mit Hilfe von Strukturienmgsverf erzielt, die anisotrope und 
isotrope Stnikturierung definiert gewichten. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich beispielsweise fur die Herstellung von Sensoren 
aus mehreren Schichten, ist aber keineswegs auf diese Anwendung beschrankt Ebenso lassen 
jsich leitende Schichtverbindungen mit starker Haftung herstellen, wie z. B, Bondpads bei 
Halbleitern. Bondpads werdenmeist aus Aluminium gefertigt Bei Bondpads aus Aluminium 
darf die Temperatur beim nachfolgenden Herstellungsprozessschritten einen Wert von 400° 
C nicht ubersteigen. Dies gilt insbesondere bei Herstellverfahren von Halbleiterchips der 
Sensorikt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf dem Einsatz von Bondpads aus A- 
lumimum beschrankt. Alternative Materialien sind denkbar. 

Die Erfindung wird anhand der Figuren naher beschrieben und erlautert 

In der Zeichnung zeigen: 

Figur 1 eine erste Funktionalschicht und ein Dielektrikum, 
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Figur 2 die erste FunMonalschicht und das Dielektrikum mil eingepragten Kontakflo- 

chern, 

Figux 3 die erste Funktionalschicht und das Dielektrikum, dessen Kontaktlocher mit 

Haftmasse gefullt sind, 

Figur 4 die erste Funktionalschicht und das Dielektrikum mit den mit Haftmasse ge- 

fullten Kontaktlochern, wobei iibergetretene Haftmasse entfernt ist, 

Figux 5 die erste Funktionalschicht, das auf eine Mindestdicke abgetragene Dielektri- 

kum mit aus der Haftmasse gebildeten Ankern, 

Figur 6 die erste Funktionalschicht, das Dielektrikum, eine zweite Funktionalschicht 

und das Dielektrikum und die zweite Funktionalschicht miteinander veran- 
kemde Anker, 

Figur 7 ein Mehrschichtsystem mit einem Funktionalbereich ohne Dielektrikum und 

Figur 8 ein Mehrschichtsystem mit zylinderformigen Ankern. 

Die Verfahrensschritte eines Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens wer- 
|den nun anhand der Figuren 1 bis 6 beschrieben. 

hn ersten in Figur 1 dargesteUten Verfahrensschritt wird auf eine erste Funktionalschicht 2 
ein Dielektrikum 1 aufgebracht 

1m zweiten Verfahrensschritt werden, wie in Figur 2 gezeigt ist, in das Dielektrikum 1 Kon- 
taktlocher 3 eingepragt, die vorzugsweise konisch oder schwalbenschwanzformig geformt 
sind. Die Kontaktlocher 3 werden beispielsweise durch einen Atz- oder Fotoprozess in das 
Dielektrikum 1 eingepragt. 




Im dritten in der Figur 3 dargestellten Verfahrensschritt werden die KontaktlQcher 3 rait einer 
Haftmasse 4 gefullt tJberfliissige axis den Kontakti6chern 3 austretende Haffcmasse 5 wird in 
einem Atzprozess entfemt. 

5 In Figur 4 sind die Funktionalschicht 2, das auf ihr haftende Dielektrikum 1 mit den mit der 
Haftmasse 4 gefullten Kontakflochem 3 nach dem Wegatzen der uberflussigen Haftmasse.5 
gezeigt. 

Im folgenden funften Verfahrensschritt wird das Dielektrikum 1 bis auf eine Mindeststarke 
10 abgetragen, beispielsweise durch einen Atz- oder Fotoprozess. Die aus der Haftmasse 4 gebil- 
deten Anker 9 ragen daher mit ihrem oberen Teil aus dem Dielektrikum 1 heraus. In Figur 5 
TBjWsind die Funktionalschicht 2 sowie das auf ihr haftende Dielektrikum 1 mit den herausragen- 
den Ankern 9 gezeigt. 

is SchlieBlich wird in einem sechsten Verfahrensschritt, dem letzten Verfahrensschritt, die zwei- 
te Funktionalschicht 6 auf das Dielektrikum 1 aufgetragen. Die Anker 9 sind nun fest in das 
Dielektrikum 1 und die zweite Funktionalschicht 6 eingebettet und verbinden daher die zweite 
Funktionalschicht 6 fest mit dem Dielektrikum 1. In Figur 6 ist diese vollstandige erfindungs- 
gemaBe Anordnung abgebildet 



20 




Ein Dielelctrikum eignet sich besonders gut als Zwischenschicht, weil es die Funktionalitat 
nicht beeintrachtigt 



In Figur 7 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung abgebildet Dieses Ausfuh- 

2 5 rungsbeispiel unterscheidet sich von dem in Figur 6 gezeigten dadurch, dass eih Bereich 8 

vorgesehen ist, der frei vom Dielektrikum 1 ist. In diesem Bereich 8 grenzen die erste Funkti- 
onalschicht 2 und die zweite Funktionalschicht 6 unrnittelbar aneinander. Im Bereich 8 wird 
daher die maximale Funktionalitat erzielt. Neben dem Bereich 8 sind das Dielektrikum 1 und 
die aus der Haftmasse 4 gebildeteh Anker angeordnet, welche sowohl im Dielektrikum 1 als 

3 o auch in der zweiten Funktionalschicht 6 eingebettet sind. 



Das in Figur 7 abgebildete Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung zeigt deuthch, dass maximale 
Funktionalitat mit maximaler Haftung kombiniert ist. 
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Idl Figur 8 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung gezeigt. 

Auf der exsten FunMonalschicht 2 ist das Dielektxikum 1 angebracht, an das sich die zweite 
Funktionalschicht 6 anschlieBt Die aus der Haftmasse 4 gebildeten Anker 9 sind sowohl in 
5 das Dielektxikum 1 als auch in die zweite Funktionalschicht 6 eingebettet. Die Anker 9 sind 
zylinderformig gestaltet und haben daher den Vorteil, dass sie leichter als die konisch geform- 
ten Anker hergestellt werden konnen. Jedoch wird mit den zylinderfonnigen Ankern 9 keine 
so starke Verzahnung erzielt, wie sie mit konisch gefonnten Ankern bewirkt wircL 

10 Die Erfindung ist wie bereits erwahnt, fur mehrschichtige Sensoren und leitende Schichtver- 
bindungen in der Halbleitertechnik geeignet, aber keineswegs auf diese Anwendungsgebiete 



In der Halbleitertechnik lassen sich gemaB den erfindungsgemafien Verfahren Bondpads bei 
15 Prozesstemperaturen herstellen, die ilber 400° C iiegen. Die Fiillmasse zur Bildung der Anker 
ist das Element Wolfram. Die leitenden Schichten, welche den Funktionalschichten entspre- 
chen, sind beispielsweise aus einem Edelmetall hergestellt 

Als geeignete Abmessnngen fur den Durchmesser und den Abstand der Anker haben sich 
20 Werte zwischen 100 und 1000 nm als gunstig erwiesen. Die Schichtdicken liegen ebenfalls 
zwischen 100 und 1000 nm. Die Anker ragen etwa 20 bis 500 nm aus dem Dielelririkum. 



jyJMDas erfindungsgemaiie Verfahren ist allgemein zur Herstellung von Mehrschichtsystemen 

geeignet, dessen Schichten nicht gut aneinander haften, jedoch ohne denNachteil, Zwischen- 
2 5 schichten vorsehen zu miissen, welche die Funktionalitat eines Mehrschichtensystems in 

nachteiliger Weise beschranken. Mit der Erfindung lassen sich maximale Funktionalitat und 
maximale Haftwirkung miteinander kombinieren. 




beschrankt 



► 
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B ezugszeicheiiliste 

1 DielektriJaim 

2 ErsteFimktionalschich.t 
5 3 Kontaktloch 

4 Hafimasse 

5 Uberfltissige Hafimasse 

6 Zweite FunktionalscMcht 

7 Reine Grenzschicht zwischen der ersten und zweiten FiinlriionalscMcht 
10 8 Von Kontaktlochern fireier Funktionalbereich 




Anker 
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Verfahren zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Schichten (2, 6) eines 
Mehrschichtensystems, 

dadurch gekennzeichnet, das s in mindestens eine der beiden S chichten 
(6) Anker (9) eingebettet werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) in der zweiten Schicht (6) 
und in einer zwischen der ersten Schicht (2) und der zweiten Schicht (6) vorgesehenen 
Zwischenschicht (1) eingebettet werden. 

Verfahren nach Anspruch 2, 

gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte: 

Auf die erste Schicht (2) wird mindestens teilweise eine Zwischenschicht (1) 
aufgebracht, 

in die Zwischenschicht (1) werden mehrere KontaktLocher (3) eingepragt, 
die Kontakdocher (3) werden mit einer Haftmasse (4) gefullt, 
die Zwischeioschicht wird bis auf eine vorgebbare Mindestdicke abgetragen, so 
dass aus der Haftmasse (4) gebildete Anker (9) aus den Kontaktlochem (3) der 
Zwischenschicht (1) ragen, 
- auf die Zwischenschicht (1) wird die zweite Schicht (6) aufgebracht, wobei die fest 
mit der Zwischenschicht (1) verankerten und aus der Haftmasse (4) gebildeten An- 
ker (9) die zweite Schicht (6) fest mit der Zwischenschicht (1) verbinden. 

Verfahren nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache eines Kontaktlo- 
ches (3) in der Zwischenschicht (1) von einem Ende zum anderen zu- oder abnimmt 

Verfahren nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache eines Kontaktioches 
(3) von der ersten Schicht (2) zur zweiten Schicht (6) hin znnrmmt 
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6. Verfahren nach Anspruch 4 odea: 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) kegelformig, ko- 
nisch, schwalbenschwanzformig oder dergleichen gestaltet werden. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) mittels eines Atz- 
oder Fotoprozesses in die Zwischenschicht (1) gepragt werden. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass aus der Zwischenschicht (1) austretende 
iiberfliissige Haftmasse (5) vor dem Abtragen der Zwischenschicht (1) bis auf die 
Mindeststarke weggeatzt wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (1) in einem Atz- 
oder Fotoprozess bis auf die Mindeststarke abgetragen wird. 

10. Verfahren nach einem der Ajaspriiche 3 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein von der Zwischenschicht 
(1) freier Bereich (8) vorgesehen wird, in welchem die erste und die zweite Schicht (2, 
I 6) unmittelbar aneinandergrenzen. 

1 1 . Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 1 0, 

dadurch gekennzeichnet, dass fur die Haftmasse (4) ein Werkstoff vorge- 
sehen wird, der mit der ersten Schicht (2) oder mit der zweiten Schicht (6 ) eine feste 
physikalische oder chemische Verbindung eingeht 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 1 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser der Kontaktlocher (3) in 
einem Bereich zwischen 100 und 1000 nm liegt 
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13. Verfahren nach einem der Anspriiche 3 bis 12, 

dadur ch gekennzeichnet, dass der Abstand der Kontaktlocher (3) zwi- 
schen 100 und 1000 m betragt 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 3 bis 13, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) zwischen 20 und 500 nm aus 
der Zwischenschicht (1) ragen. 

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 14, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicken 100 bis lOOOnmbetra- 
gen. 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 15, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (1) ein Dielektrikum 
ist. 

17. Mehrschichtensystem aus mindestens einer ersten Schicht (2) und einer zweiten 
Schicht (6), 

dadurch gekennzeichnet, dass in mindestens einer der beiden Schichten . 
(6) Anker (9) eingebettet sind. 

1 8 . Mehrschichtensystem nach Anspruch 1 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) in der zweiten S chicht (6) 
und in einer zwischen der ersten Schicht (2) und der zweiten Schicht (6) liegenden 
Zwischenschicht (1) eingebettet skid. 

19 . Mehrschichtsystem nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, dass auf die erste Schicht (2) mindestens teil- 
weise die Zwischenschicht (1) aufgebracht ist, dass in die Zwischenschicht (1) mehre- 
re Kontaktlocher (3) eingepragt sind, dass die Kontaktlocher (3) mit einer HaJftmasse 
(4) gefullt sind, dass die Zwischenschicht (1) bis auf eine vorgebbare Mindeststarke 
abgetragen ist, so dass aus der Hafimasse (4) gebildete Anker (9) aus den Kontaktlo- 
chern (3) der Zwischenschicht (1) ragen, dass auf die Zwischenschicht (1) die zweite 
Schicht (6) aufgebracht ist, wobei die fest mit der Zwischenschicht (1) verbundenen 
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und ans der Haflmasse (4) gebildeten Anker (9) die zweite Schicht (6) fest mit der 
Zwischenschicht (1) verbinden.- 

20 . Mehrschichtensystem nach Anspruch 1 9 , 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass die Querschnittsflache eines Kontaktlo- 
ches (3) in der Zwischenschicht (1) von einem Ende zum anderen Ende zu- oder ab- 
nimmt. 



2 1 . Mehrschichtensystem nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsflache eines Kontaktloches 
(3) von der ersten Schicht (2) zur zweiten Schicht (6) bin zunirnmt 

22. Mehrschichtensystem nach Anspruch 20 oder 21, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) kegelforroig, ko- 
nisch, schwalbenschwanzforrnig oder dergleichen gestaltet sind. 

23. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 22, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Kontaktlocher (3) mittels eines Atz- 
oder Fotoprozesses in die Zwischenschicht (1) gepragt sind. 

24. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 23, 

dadurch gekennzeichnet, dass aus der Zwischenschicht (1) austretende 
I tiberflussige Haflmasse (5) vor dem Abtragen der Zwischenschicht (1) bis auf die 
Mindeststarke weggeatzt sind. 

25. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 24, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischenschicht (1 ) in einem Atz- oder 
Fotoprozess bis auf die Mindeststarke abgetragen ist 

26. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 25, 

dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein von der Zwischenschicht 
(1) freier Bereich (8) vorgesehen ist, in welchem die erste und die zweite Schicht (2, 6) 
unmittelbar aneinander grenzen. 
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27. MehrscMchtensystem nach einem der Anspriiche 1 9 bis 26, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass fur die Haftmasse (4) ein Werkstoff vorge- 
sehen ist, der mit der ersten Schicht (2) eine feste physikalische oder chemische Ver- 
bindung eingeht 

5 

28. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 27; 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, dass der Durchmesser der Kontaktlocher (3) in 
einem Bereich zwischen 100 und 1000 nm liegt. 

10 29. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 1 9 bis 28 5 

dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Kontaktlocher (3) zwi- 
schen 100 und 1000 nm betragt 



30. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 19 bis 29, 

15 dadurch gekennzeichnet, dass die Anker (9) zwischen 20 und 500 nm aus 

der bis auf die Mindeststarke abgetragenen Zwischenschicht (1) ragen. 

3 1 . Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 1 7 bis 3 0, 

dadurch gekennzei chnet, dass die Schichtdicken 100 bis lOOOnmbetra- 
20 gen. 



| j 32. Mehrschichtensystem nach einem der Anspriiche 17 bis 3 1 



dadurch g ek enn z e i chn e t, dass die Zwischenschicht (1) ein Dielektrikum 
ist. 



25 
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Verfahren zur Herstellung einer festen Verbindung zweier Schichten eines Mehrschichtensys- 
terns sowie MehrscMchtensystem 

Urn bei einem MehrscMchtensystem, z. B. einem Sensor, zwei nur bedingt aneinander haften- 
de Schichten (2, 6), z. B. zwei FunktionalscMchten eines Sensors, fest miteinander zu verbin- 
den, ohne die Funktionalitat des Mebrschichtensystems einzuschranken, ist auf die erste 
Schicht (2) eine die Funktionalitat nicht beeintrachtigende aber gut anhaftende Zwischen- 
schicht (1), vorzugsweise ein Dieleldrifcum, aufgebracht, an die sich die zweite Schicht (6) 
! anschlieJBt In die Zwischenschicht (1) und die zweite Schicht (6) sind vorzugsweise konische 
Anker (9) eingebettet, welche die Zwischenschicht (1) mid die zweite Schicht (6) verzahnend 
miteinander verbinden. Beispielsweise werden in die Zwischenschicht (1) in einem Atz- oder 
Fotopxozess vorzugsweise konische Kontaktlocher (3) eingepragt, welche mit einer Haftmas- 
se (4) gefullt werden. Die Zwischenschicht (1) wird bis auf eine Mindeststarke in einem Atz- 
oder Fotoprozess abgetragen, so dass von den Kontakflochern (3) geformte Anker (9) aus der 
Hafhnasse (4) aus der Zwischenschicht (1) ragen. Auf die Zwischenschicht (1) mit den her- 
ausragenden Ankern (9) wird die zweite Schicht (6) aufgetragen, so dass die Anker (9) auch 
in die zweite Schicht (6) eingebettet sind und auf diese Weise die Zwischenschicht (1) fest 
mit der zweiten Schicht (6) verbunden ist. 



FIG 1 




FIG 2 



3 3 3 3 




This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects/in the images include but are not limited to the items checked: 

BLACK BORDERS 

□ IlVlAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
lU FADED TEXT OR DRAWING 
^BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



